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Одним із шляхів пошуку нових речовин із напівпровідниковими властивостями є вивчення взаємодії між компонентами складних халькогенідних систем. До таких систем відносяться системи типу DX – R2X3 – CIVX2 (D – d-елементи; R – РЗМ; CIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se), у яких існує висока ймовірність утворення тетрарних сполук.

Вихідну шихту для досліджень, масою 0,8 грам, готували сплавлянням простих речовин напівпровідникової чистоти у вакуумованих до залишкового тиску 10-2 Па кварцевих ампулах. Синтез сплавів досліджуваної системи проводили в електричній муфельній печі з програмним управлінням технологічними процесами МП-30. Максимальна температура синтезу становила 1370 Κ. Для встановлення рівноважного стану синтезованих сплавів проводили гомогенізуючий відпал за температури 770 К тривалістю 500 годин. Після закінчення відпалу проводили гартування сплавів у воду кімнатної температури (293 К).

Рентгенофазовий аналіз здійснювали за дифрактограмами, які були зняті на дифрактометрі ДРОН 4-13 у межах 2( = 10 - 80( (CuKα-випромінювання, крок сканування – 0,05(, експозиція у кожній точці – 5 с). Обробку масиву даних здійснювали за допомогою пакету програм CSD [1]. Структуру тетрарної сполуки вивчали за дифрактограмою, яка була знята в межах 2( = 10 - 100( (крок сканування – 0,02(, експозиція у кожній точці – 20 с).
Проведені дослідження дали змогу побудувати ізотермічний переріз квазіпотрійної системи NiS – Tb2S3 – SnS2 за температури 770 К (рис. 1). У цій системі за температури відпалу сплавів (770 K) нами вперше встановлено існування нової тетрарної сполуки Tb3Ni0.5SnS7, яка кристалізується у гексагональній сингонії (СТ La3Mn0.5SiS7 [2]) з параметрами елементарної комірки 
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	Рис. 1. Ізотермічний переріз системи 
NiS – Tb2S3 – SnS2 за температури 770 К: 
1 – NiS + Tb2S3, 2 –NiS + SnS2, 3 – SnS2 + Tb2SnS5, 4 – Tb2S3 + Tb2SnS5, 5 – Tb2S3 + Tb3Ni0.5SnS7, 6 – Tb2SnS5 + Tb3Ni0.5SnS7, 
7 – NiS + Tb3Ni0.5SnS7, 8 – SnS2 + Tb3Ni0.5SnS7, 9 – Tb2S3 + Tb2SnS5 + Tb3Ni0.5SnS7, 10 – NiS + Tb2S3 + Tb3Ni0.5SnS7, 11 – SnS2 + Tb2SnS5 + Tb3Ni0.5SnS7, 12 – NiS + SnS2 + Tb3Ni0.5SnS7.
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